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ST1-TuroriBUNG — LOsuNG zu BLATT 9

1. Feldeffekttransistor als Schalter
n-Kanal Enhancement FET: U,>0V,u,>0V

a) Idealerweise verhilt sich der FET wie ein Schalter.
1. Fall: Leerlauf, also i,=i;=0A und damit u#,=0V .
2. Fall: Kurzschluss, also #,=0V und damit ©z=u, .

b) u,>0 und sowohl FET als auch R; passiv = u,=0
u,,=0V = Links Drain und rechts Source, da 4 dsiov

ugs - Uth = uSteuer - uR_ Uth = uSteuer - Uth == Uth - 0 = SperrbereiCh

C) uds=u1_u2
ugs= UB_u2

d) Bereich: u,—U,=U;=u,—U,>0V?
Wire u,>U ;—U,>0V  so wire i;=0A und damit u,=u,=0V .
Widerspruch = kein Sperrbereich moglich.

Sowohl FET als auch R, passiv = u,>0 teilt sich auf #,,=0 und u,>0 auf.
ulmo = Md.NO . .

s u,—U,>u, =
u~0 U,~0 = ugs_Uth=UB_Uth>>0 g n” Uy linearer Bereich

u~Uy: u,—U,<u,,da Ug—u,—U,<Uz—u, = Sittigungsbereich

Ubergang bei u,,—U,=u, , also
Up—u,=U =yt

U =Uz=U,
e) u;>uy., , also Sattigungsbereich:
1 2 1 2 U
ld=EB (ugs_Uth) =EB (UB_uz_Uth) =R_2L

u, hangtnur von B,U,U,, R, ab, ist also unabhidngig von u, .
Damit wird #,=u,=u, —wie in a) gefordert — nicht erreicht.
u, 1 2
f) R_L=§B (UB_”z_ Uth)
Die linke Seite geht fiir R;—~ gegen 0, d.h. Ausdruck (U,—u,—U th)z ebenfalls. Im

Grenzfall gilt U,—u,,,,—U,=0V dh. u,, =U;-U,

p-Kanal Enhancement FET: U, <0V, u, <0V

g) u;,=0V (wie oben) = Links Source und rechts Drain, da dséov
Nun Bereich: U,,—u,=U,—=U;+u,<0V = Sperrbereich
h) uy=u,—u,

ugs= _ul
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i) Uy—u,=U,+u,<0V = Sperrbereich
j) Nunist U,—u,=U,+u;>0V = linearer Bereich oder Sittigungsbereich
Ubergang erfolgt bei U nUg =", . Mit h) folgt:

Uit = — Uth

g5

Nun Berechnung von %, :

1 2 Upnrie . — —
ld——EB (U= U, === mit U=~ und Uy, =—U, folgt:

R,
1 2 Uth
—Bluy,,+U,|) =—
2 ( 1krit th) RL
2U
ulkrit=_Uthi\/_B Rth
Wegen u,>|U,| (und U,<0V) gilt damit:
20,
ulkrit=_Uth+ -
BR,

k) Siehe Diagramm (gestrichelte Linie).

) up=u,=uytu=utuy = u=uy —Up - i, =—ip

Die Kennlinie muss also um U nach links verschoben und an der u-Achse gespiegelt werden.
m) Siehe Diagramm (durchgezogene Linien).
n) In allen drei Fillen im linearen Bereich (ersichtlich aus den Schnittpunkten in der Skizze).

0) Laut Skizze geht u, fiir groBe R, gegen 0. Somit gilt: Ur =uU,=u—upg—u,
Die Funktion als Schalter wird also zumindest fiir diesen Fall optimal erfiillt.
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2. Wahr oder falsch?

a) Wabhr, denn der NIK spiegelt bei geeignet gewéhltem k die Kennlinie eines an ihm
angeschlossenen Eintors an der u- oder i-Achse.

b) Falsch, die Kettenmatrix ist das Produkt der beiden Kettenmatrizen.

c) Falsch, anders als beim FET ist das Schaltbild des Bipolartransistors nicht symmetrisch. Der
Emitter befindet sich auf der Pfeilseite.

d) Wabhr. Die Kennlinie geht durch den Ursprung.

e) Wahr. Dies ergibt sich aus den zueinander punktsymmetrischen Beschreibungsgleichungen.



